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Patentanspmcb: 

SchaJ tungsano rdnung jzur Pegelanpassung, mit 
zwei in Serie an einer Versorgungsspannung liegen- 
den stcuerbaren Impedanzelementen, einem mit den 
Steuereingangen beider Impedanzelemente verbun- 
denen Signaleingahg und cinera mit dem Verbin- 
dungspunkt der Impedanzelemente verbundenen 
Signalausgang, wobei die Impedanzen der Impe- 
danzelemente in Abhangigkeit von dem am Signal- 
eingang anliegenden Eingangssignal gegensinnig zu- 
einander veranderbar sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Signaleingang (IN) mit dem 
Signalausgang (OUT2) durch eine einen Inverter 
(INV2) und ein Differenzierglied (C3) enlhaltende 
Schaltung verbunden 1st, die den Signalausgang 
(OUT2) mit der Abfeitung des invertierten Ein- 
gangssignals beaufschlagu und daB an dem Inverter 
(INV2) eifre- von der Versorgungsspannung (Vssi) 
der impedanzeiemcntc (T5< TS) vtrsehiedene Ver- 
sorgungsspannung (Vssi) anliegt 



Die Erfindung betrifft eine Schal tungsano rdnung zur 
Pegelanpassung von der ini Oberbegriff des Patentan- 
spruches angegebenen Art. 

Eine derartige Schaltungsano rdnung zur Pegelanpas- 
sung an einer Lc^tfcschaltung 1st in der nicht vorverdf- 
fentlichten DE-OS 28 03 81 1 beschneben. Ferner ist ei- 
ne Schaltung dieser Art aus der DE-OS 24 25 973 als 
Verstarkerschaltung, deren Arbeitsr>:snki zur Korrektur 
von herst el lungs- und umge bungs beding ten Schwan- 
fcungen vcrschoben werden kann, bekannt Weiterhin ist 
aus US-PS 39 16 430 eine Schaltung mit zwei parallel 
geschalteten Zweigen bekannt, von denen jeder eine 
Schaltung der eingangs genannten Art darstellt, wobei 
der Stcucrcingang eincs der Impedanzelemente jedes 
Zwcigcs uber Kreu/ mit dem Vcrbindungspunkt der 
beiden Impedanzelemente des andcrcn Zwcigcs vcr 
bunden ist und der Sleuereirigang des jewcils anderen 
Impedanzelementcs in dem einen Zweig mit dem Ein- 
gangssignal und in dem anderen Zweig mit dem inver- 
tierten Eingangssignal beaufschlagt isL 

Die Wirkung einer Schaltung dieser Art beruht dar- 
auf. daB je nach dem Niveau des Eingangssignals das 
eine oder andere Impedanzelement gesperrt und das 
jeweils andere durchgeschaltet ist, oder umgekehrt, wo- 
durch die an den Impedanzelementen anliegendc Ver- 
sorgungsspannung entsprechend unterschiedlich span- 
nungsgetcilt wird und damit das Potential am Verbin- 
dungspunkt der beiden Impedanzelemente, d. h. am Si- 
gnalausgang, sich entsprechend unterschiedlich einstellt. 

Bcdingt durch die Schaltzeiten der z. B. als Feldeffekt- 
transistorcn, insbesondere MOS-FETausgebtldeten Im- 
pedanzelemente trilt zwischen den Anderungen des 
Eingangssignals und der dadurch ausgeldsten Potential- 
andcrung am Signalausgang unvcrmcidlich eine Verzo- 
gcrung cin. Die bckannten Schallungcn haben dahcr 
cine rclativ langc Ansprcchzpii. Bci vielcn Anwcndun- 
gen einer solchcn Schaltung; insbesondere wenn es um 
cine Driftkorrcklur des Arbciispunkics gchi, spielt dies 
kcinc groOe Rollc. Ferner. kann die genannte Vcrzogc- 
rung. jc nach Art der Schaltung, auch dazu fUhren. dal3 
wahrend der Verzogcrungszcit cin Stromweg zwischen 
den Polen der Versorgungsspannung uber /wei durch- 



geschaltete Impedanzelemente geschaffen wird und ein 
hoher Verluststrom fliefit und die Schaltung bei hSufi- 
gen Serial tvorgang en eine hohe Leisiungsauf nahme hat 
Der Erfindung fiegt die Aufgabe zugrunde, eine 

5 Schaltung der genannten Art so auszubilden, daB die 
Verzogerungszeh zwischen einer Anderung des Ein- 
gangssignals und einer entsprechenderi Anderung des 
AusgangssignaJs, d. h. die Ansprechzeit, moglichst ge- 
ring ist und das FlieBen hoher Verlustslrome w-hrend 

10 der Ansprechzeit vermieden wird. 

Die LQsung der Aufgabe ist im Paten tanspruch ange- 
geben. Durch die direkte Beaufschlagung des Signalaus- 
gangs mit deni invertierten Eingangssignal wird er- 
reicht, daB der Beginn des Ansprechens des Ausgangssi- 

15 gsials auf Anderung des Eingangssignals sehr schnell, 
unabhangig von den Schaltzeiten der Impedanzelemen- 
te, erfolgi. Andererseits wird durch die Beaufschlagung 
der Steuereingange beider Impedanzelemente mit dem 
Eingangssignal dafOr gesorgt, daD cines der beiden Im- 

20 pedanzelemente sehr schnell in den Sperrzustand schal- 
iet, so daS nicht ganugend Zci: fur den Aufbau eines 
groflen Verluststroms zur Verfugung steht Die Schal- 
tung arbeitet daher mit sehr geringer Leisiungsauf nah- 
me, 

25 AusfOhrungsformen der Erfindung werden anhand 
derZeichnuhgen naher beschrieben. Es zeigt 

Fig. 1 das SchalttxJd einer bekannten Schal tungsan- 
ordnung zur Pegelanpassung gemaB US : PS 39 1 6 430; 
F i g. 2 ein Schaltungsdiagramm einer bevorzugten 

30 AusfQhrungsfbrm der Erfindung; 

Fig. 3, 4 und 5 Schaltungsdiagramme von weiteren 
bevorzugten AusfOhrungsformen der Erfindung und 

Fig. 6a und 6b Abtaufdiagramme der Betriebsweise 
der Pegelverschiebeschaltung riach F i g. 1 und 2. 

35 Fig. I zeigt eine als Pegelverschiebeschaltung ver- 
wendete bekannte Tranststorschaltung, bei der eine cr- 
ste Kom piemen tar- FET-Schal lung aus einer Reihen- 
schaltung eines P-Kanal-FETs T, und eines N-Kanal- 
FETs Tj sowie eine zwcite K-omplecicntar-FET-Schal- 

40 lung aus cincr Rcihenschaltung eines P-K anal- FETTs T 7 
und eines N-Kanal-FETs Ta verwendet werden. Dabci 
ist cine Spannungsquclie VV^zur ZufOhrung cines posi- 
livcn Potentials Vpu mil den Sourcecleklrodcn der bei- 
den P-Kanal-FETs Ti und N Ti und die Sourceelektroden 

« der beiden N-Kanal-FETs Ty und 7i sind mit einer 
Spannungsquclie Vssi zur ZufOhrung cines ncgativen 
Potentials Vssi verbunden, auf das ein^Eingangssignal in 
seinem Pegel verschoben werden solL Die gemeinsamcn 
Drain verbindungen in den entsprechenden Komple- 

50 me ntSr- FET-Schal tungen sind mit deh Gatcetektroden 
des N-Kanal-FETs Tj bzw.Ti der anderen Komplemen- 
tar-FET: Schaltung verbunden. Ein Eingangssignal mit 
einem hoheren PegeK dem Potential Vdd* und einem 
niedrigeren Pegel. dem Potential Vssi wird uber eine 

55 Eingangsklemme IN der Gateelektrode des P-Kanal- 
FETs Ti direkt zugefQhrt. Dieses Eingangssignal wird 
jedoch der Gateelektrode des N-Kanal-FETs Tj nicht 
zugefuhrL Dieses Eingangssignal wird nun nach cincr 
Inversion durch einen Inverter INV U der durch die 

60 Spannungsquclie Von und eine negative Spannungs- 
quelle Kvvi mil einem vorbestimmten ncgativen Potcn- 
tial-Ksvi betrieben wird. der Gateelektrode des P-Ka- 
nal-FETs Ti zugofUhrt und es wird dann cin Signal an 
der Drainclektrode des P-Knnal-FETs T/dcr Gatcclck- 

65 trode des N-Kanai-FETs T% zugefuhrt. Das an der 
Drain elekirode des N-Kanal-FETs 7j anliegendc Signal 
wird der Gateelektrode cines N-Kanal-FETs 7} zugc- 
filhrt. Der Ausgangssignalpcgcl wird bestimmt durch 
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den Potentialpegel am Vcrbindungspunkt der Drain- 
elektroden, der durch den P-Kanal-FET T 2 und den N- 
Kanal-FET T 4 gebfldeten CMOS-Schaliung. 

Die bisher belcannte Pegelverschiebeschaltung nach 
Fig. 1 verwendei im Prinzip die P-Kanal-FETs Tx und 
T 2 als aktive Elemente und die N-Kanal-FETs T 3 und T* 
als Lastelemente. Der durch den N-Kanal FET Tt gege- 
bene Lastwiderstand wird durch das Drainpotential des 
P-Kanal-FETs T. und der durch den N-Kanal-FCT 7j 
gcgebene Lastwiderstand wird durch das Drainpotenti- 
al des P-Kanal-FETs T 2 gesteuert 

Bei der bekannten Pegelverschiebeschaltung nach 
F i g. I wird bei einern Eingangssignal mit niedrigeni Pe- 
gel also dem Potential Vssu ein Ausgangssignal nut 
einem auf das Potential Kk2 verschobenen niedngen 
Pegel geliefert. Wenn ein positiver Potentialpegel Vdd 
an die Eingangskiemme IN als Eingangssignal angelcgt 
wird. so erhait man an der Ausgangsklemme OUT i den 
positiven Potentialpegel Vpo als Ausgangssignal. Wenn 
ein crster negativer Potentialpegel Kb? ran die Ein- 
gangsktemme //VangeSegi wird, so crhait rear, ein Aus- 
gangssignal mit cinem zweiten negativen Potentblpegel 
Vss2. Damit wird der niedrige Pegel des Ausgangssi- 
gnals vom ersten negativen Potentialpegel Vsst zum 
zweiten negativen Potentialpegel Vssi verschoben. ■ 

Es wird nun anhand von Fig- 6a die Betriebsweise 
der bekannten Pegelverschiebeschaltung nach Fig. I 
beschrieben. Dabei stellt die Kurvenform /, das der Ein- 
gangsWemme IN in Fig. 1 zugefuhrte Eingangssignal 
und die Kurvenform Ox das von der Ausgangsklemme 
OUTx in F i g. 1 abgenommene Ausgangssignal dar. 

Wenn sich das uber die Eingangskiemme IN an die 
Gateelektrode des P-Kanal-FETs T, angelegte Potenti- 
al des Eingangssignals It auf dem positiven Potentialpe- 
gel Vdd (Zeitdauer A in F i g. 6) befindet so befindet sich 
das an der Gateelektrode des P.- Kanal-FETs T 2 anlie- 
gende Potential auf einem durch den Inverter* INV\ in- 
vertierten negativen Potentialpegel Vssi- Damit wird 
der P-Kanal-FET T 2 leitend und dcr an der Ausgangs- 
klemme OUTx anliegendc Potentialpegel des Ausgangs- 
signals Oi befindet sich auf einem positiven Potentialpe- 
gel V/j/> 

Wenn sich andererseiis der Potentialpegel des Ein- 
gangssignals It auf cinem ersten negativen Potentialpe- 
gel Ksv. (Zeitdauer B in Fi g. 6a) befindet so wird der 
P-Kanal-FEI Ti leitend und der P-Ka.ial-FET Ti nach 
cincr Verzogerungszeit Ti nichtleitend Damit werden 
die N-Kanal-FETs Tj und T 4 leitend bzw. nichtleitend, 
so daS ein Ausgangssignal O, mit cinem zweiten negati- 
ven Potentialpegel Vsst der Ausgangsklemme OUT\ zu- 
gefrihrt wird. Damit kann das Eingangssignal I u dessen 
Pegel sich aur dem niedrigen Pegel des ersten negativen 
Potentialpegels Vssi befindet, in seinem Pegel auf das 
Ausgangssignal Ox verschoben werden, das einen niedri- 
gen Pegel mit dem zweiten negativen Potentialpegel 
V55 jaufweist 

Die in F i g, 1 dargestellte Pegelverschiebeschaltung, 
die den oben beschriebenen Pegelverschiebevorgang 
durchfuhreri kann. nimmt jedoch wahrend der Zeitrau- 
mc Tj und 7} die folgenden Zwischenzustande an. 

Wenn der Potentialpegel des Eingangssignals /i sich 
auf dem positiven Potentialpegel Vdd befindet, so wer- 
den dcr P-Kanal-FET T, und der N-Kanal-FET T« nicht- 
leitend, wohingegen der P-Kanal-FET Ti und der N-Ka- 
nal-FET Tj leitend werden. Wenn nun der Potentialpe- 
gel des Eingangssignals //auf den niedrigen Pegel des 
ersten negativen Potential Vsst verandert wird, so mit 
das an der Gateelektrode des P-Kanal-FET« T 2 anlie- 



gende Potential einen positiven Potentialpegel Vdd an, 
und zwar nach einer gewissen VerzOgeruug, und die 
P-Kanal-FEl Ti und T 2 werden leitend bzw. nichtlei- 
tend Nach dieser Anderung im Potentialpegel des Ein- 
5 gangssignals h treten jedoch, aufgrund der in den Streu- 
kapazitaten Ck und C* die in Fig. 1 mit gestrichelten 
Linien zwischen den entsprechenden Source- und 
Drain-Eiektroden der N-Kanal-FETs T 3 und T 4 emge- 
zeichnet sind, gespeicherten Ladungen, die Zustandsan- 
io derungen der N-Kanal-FETs Tz und T* nicht gleichzei- 
tig mit den Zustandsanderungen der P-Kanal-FETs T t 
und Tx auf und cs werden fur eine WeUe die vorberge- 
henden Zustande beibehalten. . 
Insbesondere. wenn der P-Kanal-FET Ti entspre- 
15 chend dem Eingangssignal /, in den leitenden Zustand 
gebracht wurde, behalt der N-Kanal-FET T 3 semen vor- 
hergehenden leitenden Zustand aufgrund der Streuka- 
pazitai C, fur eine Weile bei Nachdem dann das Drain- 
potential des P-Kanal-FETs T 2 nach Beendigung der 
20 Aufladung der Streukapazitat C, auf da^ positive Poten- 
tial Vdd angestiegen ist, wird der N-KA^al-FET 1\ lei- 
tend und das Drainpotential des P-Kanal-i-ETs T 7 er- 
reichtdadurch das zweite negative Potential Vss2-Diese 
Obergangsdauer ist die mil Ti in F i g. 1 gekennzeid.ae- 
25 te Zeitdauer, wahrend der vorubergehend ein Lestungs- 
weg zwischen den positiven und negativen Spannungs- 
quellen uber den P-Kanal-FETs Tx und den N-Kanal- 
FET Tj gebildet wird, so dafi ein Strom hindurchflieBt 
und die Leistungsaufnahme der Transis^orschaltung da- 
30 durch erhoht wird. Wenn das an der Eingangskiemme 
IN anliegende Eingangssignal einer entgegengesetzten 
Anderung unterzogen wird, dh. vom Potentialpegel 
Vssi zum Potentialpegel V DD geandert wird, so fliefit 
der Strom zwischen den positiven und negativen Span- 
35 nungsquellen V D o und Vssi wahrend der Zeitdauer T 2 
durch den P-Kanai-FET T 7 und den N-Kanal-FET T*. 
Wenn damit die Zyklen des Eingangssignals verkurzt 
werden. so wird der Zeiiabschnitt, wahrend dem der 
Strom durch die FETs flieflt, verlangert, was einer 
^o betrachtlichen Zunahme des Leistungsverbrauchs fuhrt, 
insbc: ondere bei einer mil hoher Geschwindigkeit und 
niedrigcr Leistungsaufnahme arbcilenden integricrten 
Halblcitcrschaltung. so daB derarlige Pegclverschiebe- 
schaltungen nicht vcrwendet werden konncru Llariibcr 
45 hinaus wird das Eingangssignal U nicht direkt dcr Ga- 
teelektrode des N-Kanal-FETs Tj. sondern iiber den 
Inverter INVy der Gateelektrode des P-Kanal-FETs T 2 
zugefuhrt und es wird dann das an der Drainelektrode 
des P-Kanal-FETs T 2 erhaltene Signal an die Gateelek- 
so trode des N-Kanal-FETs T 3 angelegt Damit kann das 
Eingangssignal Ix nicht direkt den N-Kanal-FET T,steu- 
ern. so da3 die Steuerung des N-Kanal-FETs T 3 nicht 
schnell *rsmacht werden kann. Bei einer derartigen Pe- 
gelverschiebeschaltung wird der Potentialpegel des 
55 Ausgangssignals nich' gleichzeitig mit der Anderuiig 
des Eingangssignals bestimmt. Es kann damit kem 
Hochgeschwindigkeits-Pegelverschiebevorgang erzielt 

werden. 

Eine bevorzugte /.usfuhrungsform der erfindungsge- 
bo maOen Transijtorschaltung ist in F i g. 2 dargestellt. Die 
folgende Bcschreibung bezieht sich auf die Transistor- 
schaltung in ihrer Anwendung auf eine Pegelverschie- 
beschaltung. 

Die Pegelverschiebeschaltung nach Fig. 2 weist ci- 
6* nen P-Kanal-FET T 5 urrf einen N-Kanal-FET T t auf^die 
in Reihe geschaltet sind. Die Source des P-Kanal-FETs 
T s ist uber einen Widerstand Rx von beispielsweise 
100 mil einer positiven Spannungsquelle mit dem 
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Potentialpegel Von und die Source des N-Kanal-FETs 
T b Gber einen Widerstand /?j von beispielsweise 100 KH 
mil einer negativen Spannungsquclle mit dcm negativen 
Potentialpegel Vssi verbunden. Darubcr hinaus ist cin 
Verbindungspunkt der Drainclektrbden des P-Kanal- 
FETs Ti und des N-Kanal-FETs 7; mil dcm einen An- 
schluO eincs Kondensaiors Cj verbunden, dessen ande- 
rer AnschluO mit dem Ausgang eines Inverters INV 2 
verbunden isL Einer positiven Potentialzufuhrungs- 
klemme des Inverters INV 2 wird das positive Potential 
Vdd zugefuhrt. wahrend dessen ncgativcr Potcntialzu- 
fuhrungsklcmmc ein negatives Potential Vssi zugefuhrt 
wird. da^ ein der vorhergehendeh Schaitungsstufe zuge- 
fuhrtes negatives Potential oder irgendein vorbcstimm- 
tes negatives Potential sein kann, Im nachfolgenden 
wird das negative Potential Vsst als erstes negatives 
Potential Kss , und das negative Potential Vss : als zwei- 
tes negatives Potential Vss 2 bezeichneL Nun wird das 
erste negative Potential Vssi so eingestellt. daB es in 
seincm Absolutwert klcincr ist als das zweite negative 
Potential Vssi. Die Eingahgsklemme /A/ t andcrdas Ein- 
gangssignal anlicgl. ist sowohl mit dem Eihgang des 
Inverters INV 2 als auch mit den Gateeleklrodcn des 
P-Kanal-FETs T1 und des N-Kanal-FETs 7; verbunden. 
wahrend. der Verbindungspunkt der Drainclektroden 
des P-Kanal-FETs TV und des N-Kanal-FETs T b mit ei- 
ner Ausgangsklcmmc OUT2 verbunden ist. Die Kapazi- 
lat des Kondensaiors Cj bet rag t vorzugswetse 5 pF 
oder mchr. Diesc Kapazitat ist in gceigneter Weise cnt- 
sprcchend den Lastimpedanzen und den Sattigungswi- 
derstanden in der FETs ausgcwahlt und eine fur eine 
tntegrierte Halbleiterschaltuhg geeignetc KapazitMt be- 
tragt hochstens etwa 50 pF. 

Bei dieser Ausfuhrungsform der Pegetverschiebe- 
schaltuhg bilden der P-K anal- FET T* und der N-Kanal- 
FET r 6 eine CMOS-Schaliung und der Inverter INV 2 
und der Kondensaior C s bilden cine Diffcrcnzkrschsl- 
tung. 

Eine Grundoperation der Pegelverschiebeschaltung 
besteht darin. zwei Arten von Ausgangspegeln an der 
Ausgangsklemme OUT2 in Abhangigkeit vom Ein- 
gangssignal zu liefern. Der eine Ausgangspegel ist das 
positive Potential Vno und der and ere Ausgangspegel 
ist das zweite negative Potential V*v?. Wcnn nun ein 
Eingangssignal mil dem positiven Potential V nu an die 
Eingangsklcmmc /A/ angclegt wird, so wird der N-Ka- 
nal-FET 7^ lei tend und an der Ausgangsklemme OUT 2 
wird cin Ausgangssignal mit dcm zwei ten negativen Po- 
tential Kvv: abgehommcn. Wenn andercrscits cin Ein- 
gangssignal mit dcm crstcn negativen Potential Vsst der 
Eingangsktemmc tN zugefuhrt wird. so wird der P-Ka- 
nal-FET 7s leitend und an der Ausgangsklemme OUT 2 
wird ein Ausgangssignal mit dem positiven Potential 
Vdd abgenommen. In diesem Fall wird das Eingangssi- 
gnal mit positivem Pegel auf ein Ausgangssignal mit 
dem zwei ten- negativen Pegel und das Eingangssignal 
mit dem ersten negativen Pegel auf das Ausgangssignal 
mit dem positiven Pegel verschoben. 

Eine charaktenstische Wirkung der oben beschriebe- 
nen Pegelverschiebeschaltung tritt zu einem Zeitpunkt 
auf. wenn der eine Potentialpegel des EingangssignaJs in 
den anderen Potentialpegel verandert wird. Dies wird 
nun anhand von F i g. 6 ruiher beschrieben. 

Zuerst, wenn sich das Eingangssignal vom ersten ne- 
gativen Potentialpegel Kvvi zum positiven Potentialpe- 
gel Vwandcrl. so w;rd der P-Kanal-FET T% in den nicht- 
Icitcndcn Zustand und der N-Kanal-FET T b gleichzeitig 
in den Ichcndcn Zustand gebrachi. Da mit tritt an der 



Ausgangsklemme OUT* (wahrend der Zeitdauer D in 
F i g. 6b) das zweite negative Potential Vssi auf. Zu die- 
sem Zeitpunkt wird jedoch das dcm Inverter //VV 2 zugc- 
fQhrtc Eingangssignal h durch dies en schncll inveriieri. 
s das inverticrte Signal durch den nachfolgenden Kon- 
densator Ci differenziert und das differcn/.ierte. ins ne- 
gative gchendc Signal bringt die Ausgangsklcmmc 
OUT 2 abrupt in die Nahe des ersten negativen Potenti- 
als V5.f1 (wahrend der Zeitdauer T% in Fig. 6b) Danach 

10 kann das Potential an der Ausgangsklemme OUT2 all- 
mahlich in die Nahe des gcwOnschten negativen Poten- 
tials Vss 2 (wahrend der Zeitdauer T« in Fig. 6b) ge- 
bracht werden. Damit wird die gesamie Verzogerung 
auf die Summeder Zeitabschnitte 7j und T 4 verkurzt.so 

1 5 daB cin Hochgeschwindigkcits-Pegelverschiebevor- 
gang moglich ist. Da die Summc der Zeitabschnitte Ty 
und T* viel kleincr ist als die der Zeitabschnitte T% oder 
7* in F i g. 6a. wird die Zeitdauer. wahrend der ein Strom 
durch den P-Kahai-FET Ts und ucn N-Kanai-FET T b 

20 flieOt minimisiert. wodurch der Leistungsverbrauch 
wahrend der Obcrgangs zeitdauer bctrachtlich verm in - 
dert werden kann. 

Da das Eingangssignal beiden Gateeleklrodcn des P- 
Kanal-FETs 7} und des N-Kanal-FETs T 6 dirckt zuge- 

25 fuhrt wird. kann die. Anderung in den leilendcn Zustand 
der komplcmcntaren FETs 7*s und 7^ mit hohcrcr Gc- 
schwindigkeit errcicht werden als bei dcr.vbckanntcn 
Pegelverichiebcschallung nach Fig- I. Damit kann die 
Zeitdauer, wahrend der ein Strom durch die. FETs 7\ 

jo und Tt flieOt. weiter vermindert werden. Daruber hinaus 
andern sich wahrend der Obergangszcitdauer, bei An- 
derung des Eingangssignalpegels. die Gatepoteniialc 
der entsprcchenden FETs 7\ und T b kontinuierlich und 
es wird zwangslaufig ein Strom durch die beiden FETs 

35 geleitet Da jedoch bei der oben beschriebenen AusfGh- 
rungsform zwischen den Spannungsquellen und den in 
Rcshc gcschaltctcn P Kans! FET T s und N-Kanal-FET 
T 6 Widerstande R% und R 2 geschaltet sind, kann die Gro- 
Be des zwischen den Spannungsquellen flieDendeh Stror 

40 mes klein gemacht werden. Damit kann bei dieser Pe- 
gelverschiebeschaltung der Leistungsverbrauch wir- 
kungsvoll vermindert werden. 

Wenn nun das an der Eingangsklemme /A/anliegende 
Eingangssignal vom hOheren Pegel zum niedrigeren Pe- 

45 gel verandert wird. so wird der P- Kan a I- FET T\ lei lend, 
wahrend der N-Kanal-FET T* nicht leitend wird. Gleich- 
zeitig nimmt der Ausgang des Inverters INV 7 das dcm 
ho here n Pegel cntsprechcndc Potential V»n an. so daB 
das Potential an der Ausgangsklcmmc Oi/Tj aufgrund 

50 der DifTcrcnzicrwirkung des Kondcnsa tors C t (wahrend 
der Zeitdauer 7"s + 7i in Fig. 6b) schncll in die Nahe 
des Potentials Voo gebracht wird. Da damit die Verzo- 
gerung im Anstieg des Ausgangssignals O2 sehr kurz ist 
und auch der N-Kanal-FET 7^ fast gleichzeitig mit der 

55 Anderung des Eingangssignalpegels in den nichtleiten- 
den Zustand kommt, ist die GroBe des zwischen der 
positiven und negativen Spannungsquelle Vdd und Vss 2 
flieBenden Stromes klein. Er wird noch durch die Wider* 
stande R% und R2 weiter vermindert. so daB der Lei- 

60 stungsverbrauch reduziert werden kann. Bevor sich der 
FET vom teitenden Zustand in den nkhtleitenden Zu- 
stand andert, be halt er fOr eine Weile aufgrund seiner 
Gatekapazitat den leitenden Zustand bei, da die Schwel- 
lenwertspannungen der entsprechenden FETs durch 

&s die Widerstande R f und R 2 a ngchoben werden. so daB 
der Bctrag des zwischen den Spannungsquellen flieBen- 
den Stromes auf einen klcineh Bctrag begrenzt wird und 
damit der Leistungsverbrauch vermindert werden kann. 
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Wie bcreits obcn bcschncben ' 5^'{JltS*SSE^ 

Ausfuhrungsform dcr Erfindung cm r.w.schen den bei- ™™™ d " 7Sv, and dcr xwc* =. negativen Span- 

den Spannungsquellen nicOcndcr Strom durch das Em- J^XV^dngcfOg. umls Po.cnfia.der ncga.i- 

fGgen von Impcdanzcn zwischen den Spannungsquellen nun ^"^ n ^,X for den Inverter INV. in die Nahc 

und den Sourccelek.rodcn dcr FETs 5 SJ^KS'^ WdoM 

/war aufgrund von aquivalent hohen Schwellwertspan- des .MnW^n «• ,£ 8 . C ^ ie| . enden Eingangssignals 

mTngcn Is Fcldcffekuransistoren. DarOber hinaus w d der Ej^m {* -"ggj".. um d | s P I, en . 

ein Ans,i*$ oder Abfall des Ausgangss.gnab ft durch ffi™™™?^^^^ in die Nahe des Po- 

Einlcgen eines differenzierten Signals von der Dtf reren- ual der n WW™*P™™ wenn das Potential des Ein- 

zierscUung besch.eunigt. was den Vorte. • " ' » S»TSt Dadurch kann der im 

zwischen den Spannungsquellen n' e0tnder 3 ^ vc f™*^ , N Vj ver brauchte Strom reduziert und die Pe- 

mi.ndcrt und das Frequenzverhalten bzw. Anspreehver- JESrf "rung on der Ausgangsklemme OUT, auf- 

halienverbessert werden kann. ,.„. m ,w „und der VerSnderung des Eingangssignals groB gc- 

Bci der oben beschriebenen Ausfuhrungsform der er- grund Oei * • Ahstieg bzw. Abfall im 

schoben. Insbesondere wird die Phase des Ausgangss - ze , a* t.ve n w ,c el Fe , derfclt „ ransis ior so 

gnals gcgenuber der des Eingangss.gna s verande rt » 

U. umgekehrt. Wenn jedoch lc*ghch emc Inverter- ^^;^^^ MUlorw *.ll„ng ist fur in- 

schaltung vor dcr Eingangsklemmc IN odcr nach dcr 0 e «J'™^^d»tongen fur Hochgeschwindig- 

Ausgangsklcmmc OUT,. cingcfQgt w.rd, so kann cm Kgrerlc » a,b ^%7; g scnwindigkei , surnsch altun- 

Ausgangssignalmit der gletchen Phase w.e d.e da ;Env ^^^^ distungsverbrauch vcrwrnd- 

gangssignals erhaltcn wcrden. AuBerdcm konnen d c 2 s gen sowie n jr gen * ^ >^ teTi , railtorKta |. 

N-Kanal-FET 7V und P-Kanal-FET TV. Bei dieser ver- |™^?" e ^f Sr^or^ verwendet wird. so 
a ndertenAusfOhrungsformsol.te.inezwe,«eGa e e Wc- G ^ ind igkrit ebc«o 

St^e^^ - S efn ausreiChend geringer Leistungsverbrauch er- 

die des P-Kanal-FETs 7i' mit der positiven Spannungs- reicttt weraen. ^ Potentia | d er ersten negativen 
quelle Voo verbunden werden Bei dieser veranderten ^^^^Jf^rfdiTpoteniW derzweiten ne- 
Ausfuhrungsform einer Pegelversch.ebeschaltung er- ^^SSS^Vtn auf das gleiche negativen 
halt man ein Ausgangssignal mit kemer P»«cnumkehr. gattve , Sp Rann % c SchaUung for 
Dabei sollte jedoch anstelle des Inverters INV 2 ein Wi- 35 ««*"«« ^Trl^wSa tungen verwendet werden. 
derstand oder ein nichtleitender Verstarke^ ^««23~S3SS^^ 
werden. Bei derartigen Pegelversch.ebescha ? a..gvn ^^7^ Hn E an«signal. Signaldetektorschaltun- 

k6nnen die Vorteile und Wirkungen der Erfinoung m tungen »r £^%£*'^&^ wa ^ nn m 
ausreichenderWeiseerreicht werden An ^,1„ Weise eine Hochgeschwindigkeitsverarbeitung 

r^^SS^ H,^3B.,.,Z.,^- 

schricbenen ersten Ausfuhrungsform nach Fig- 2 vcr- 

wcndcien Widerstandc Ri und /?, aklive Etcmcnle, wic 45 

clwa ein P-Kanal-FET T 7 und ein N-Kanal-FET T.o. de- 

rcn Widerstandc in Abhangigkeil von ihrem Eingangs- 

potential verandert werden, anstelle der Widerstande 

ff, und i?3 verwendet werden. wie es in F i g. 3 dargestellt 

ist Da bei dieser veranderten Ausfuhrungsform der Wi- 50 

derstandswert dei N-Kanal-FETs T l9 auf emen hohen 
Wert eingestellt werden sollte, ergibt sich der Vorteil. 
daB der zwischen den Spannungsquellen nieflende 
Strom unterdrilckt und der Ansneg des Ausgangssignals 

C^beschleunigt werden kann. 55 

Alternativ dazu kann, wie in F i g. 4 dargestellt, eine 
Impedanz Z, aus einem Widerstand R* und einem Kon- 
densator G> und eine Impedanz Z 2 aus einer Parallel- 
schahung eines Wtderstands Ra und eines Kondensators 
a anstelle der Widerstande R\ bzw. R 2 in der ersten eo 
Ausfuhrungsform nach Fig. 2 verwendet werden. 
Wenn sich bei dieser Ausfuhrungsform das Ausgangs- 
potential an der Ausgangsklemme andert, so kann es 
aufgrund der Kondensatoren d und Q noch schneller 
auf das Potential einer Spannungsquclle verandert wer- 65 
den, so daB der Anstieg bzw. Abfall des Ausgangssignals 
bcschleunigtwird. 

Bei einer wciteren Ausfuhrungsform der Erfindung. 
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